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Transmission electron microscopy image of a magnetic multilayered nanowire (see, on the left side, the stack
of 1.5 nm thick copper and 4 nm thick cobalt layers). The diameter of the nanowire is about 60 nm. Thistype
of multilayered nanowire is fabricated by electrodeposition of copper and cobalt into the pores of a
polycarbonate membrane. It is used for giant magnetoresi stance measurements with the current (along the
wire) perpendicular to the layers (courtesy of J.-L. Maurice, UMR CNRS/Thales, Palaiseau).

Image d’un nanofil stratifié obtenue en microscopie électronique en transmission. Dans la partie gauche, on
voit 'empilement de couches de cuivre (épaisseur 1,5 nm) et de cobalt (4 nm). Le diametre du fil est d’environ
60 nm. Ce type de nanofil est fabriqué par déposition électrolytique de cuivre et cobalt dans des pores de
membrane. Il est utilisé pour des expériences de magnétorésistance géants en courant perpendiculaire aux

couches (image de J.-L. Maurice, UMR CNRS/Thales, Palaiseau).
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